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1. はじめに 

Pr1-xCaxMnO3(PCMO)に代表される多元系酸化物が示す電気パルスにより誘起される抵抗変化を

利用した Resistance Random Access Memory (ReRAM)が次世代の不揮発性メモリーとして期待され

ている。これまで交流インピーダンス法をはじめとした測定により、PCMO 薄膜を用いた素子が

示す抵抗変化において電極-薄膜界面における抵抗変化が支配的であることを見出してきた[1]。ま

た、電極界面の酸化還元反応や酸素欠陥を介しての電気伝導が、素子の抵抗スイッチング発現に

関わっていることから[2]、素子の抵抗スイッチング特性の向上のためには電極界面近傍の薄膜中

の酸素欠陥密度の制御が重要であると考えられる。本研究では、大気圧プラズマにより生成した

ヒドラジン(N2H4)により PCMO 薄膜表面に還元処理を施すことにより、PCMO 薄膜表面近傍にお

ける酸素欠陥密度を増大させる検討[3]をさらに進め、薄膜表面の構造と素子の評価を行った。 

 

2. 実験・結果 

RF マグネトロンスパッタ法により LaAlO3(100)単結晶基板上に作製した PCMO 薄膜に、Ar/NH3

ガスに高周波パルス高電圧を印加して生成した N2H4 を作用させることにより[4]、薄膜表面の還

元処理を試みた。還元処理後の PCMO 薄膜の表面に Al と Au の電極を蒸着して素子を作製し、電

流電圧特性を測定した結果を Fig. 1 に示す。還元処理

時間を長くすると、高抵抗状態から低抵抗状態への

スイッチング電圧が低減されるとともに、低抵抗状

態の抵抗値が減少するなどの効果が確認された。 
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Fig.1 Effect of plasma-assisted reduction 

on I-V characteristics in PCMO films. 
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